> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS

LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance

Medium current switching
Commutation courant moyen

Dissipation derating
Variation de dissipation

100%

|
|

75 t \
i \

50 = AN
l \

25— a
|

oLl

BDX 14

PNP SILICON TRANSISTOR EPITAXIAL BASE
TRANSISTOR PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE

Compi. of 2N 3054

0 )

Vceo -55V

Ic —-4A

Ptot 29W

Rth(j<) 60C/W  max
h21g (0,5 A) 25-100

fr 4 MHz min

\_ J

- )

Case  1066(CB72)
Boitier

50 100 150 Tcasel®C)
\— - _/
s ——
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
(;olle'ctorbau volu:;e Veso —~90 v
Tfension -ase
Colln.ctor-omm« voltage VCeo — 565 v
Tension collecteur-émetteur
Collector-emitter voltage
Rgg = 100 &2 V —60 v
Tension collecteur-émetteur 8E CER
Collef:tor-cmnt(er voltage VgE = +15V VCEX —90 v
Tension collecteur-émetteur
Emit'ter-bau voltage VEBO -7 v
Tension émetteur-base
Collector current Ic —4 A
Courant collecteur
Base current I8 —2 A
Courant base
Power dissipation o P 29 w
Dissipation de puissance Tease 25 °C tot
Storage and junction temperature max tj 200 oc
Température de jonction et de stockage Tstg - 65 +200
~ ™
Junction-case thermal resistance
Ron(:
/8 thermique j boitier max thijc) 6 ecm

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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BDX 14

STATIC CHARACTERISTICS ( Uniess otherwose stated )

Tcase 25 °C R .
CARACTERISTIQUES STATIQUES { Sauf indications contraires }
Test conditions min | ¢ max
Conditions de mesure vp
VCE = —-90V -1
Collector-emitter cut-off current VBE = T15V ) mA
Courant résiduel collecteur-¢metteur Ve = —30V CEX
VBE = +15V -5
Tcase= 150 0C
Collector-emitter breakdown voltage Ic = —100mA »
Vv —55 \
Tension de claquage collecteur-émetteur g =0 CEOsus
Collector-emitter breakdown voltage Ic = —100mA * 160 v
Tension de claquage collecteur-émetteur RBE = 1000 VCERsus
Emitter-base breakdown voltage I = —1mA *
-7 Y
Tension de claquage émetteur-base Ic =0 V(BRIEBO
Static forward current transfer ratio VOE = —4V
Valeur statique du rapport de transfert CE = h21g* 25 100
" Ic = -05A
direct du courant
Collector-emitter saturation voltage Ic =-05A v, » 1 v
Tension de saturation collecteur-émetteur I = —005A Césat
Base:eminer voltage VCE = -4V Vgg* 17 v
Tension base-émetteur Ic = -05A
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux }
- VCE = — 10V
Transition frequenc.y. Ic = —02A fT 4 MHz
Fréquence de transition p — 1MHz

* Pulsed

Impulsions o = 300 us 5< 2%
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BDX 14

SAFE OPERATING AREA
Aire de fonctionnement de sécurité
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BDX 14

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

—Ic

416
334

-

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension
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COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE-EMITTER RESISTANCE

Tension en fi ion de la
résistance base-émetteur
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‘BDX 14

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

-

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE

VOLTAGE EMITTER VOLTAGE

Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

TRANSITION FREQUENCY VERSUS OUTPUT CAPACITANCE VERSUS

COLLECTOR CURRENT COLLECTOR-BASE VOLTAGE

Fré de ition en fe ion du Capacité de sortie en fonction de la

f courant collecteur c 2% tension collecteur-base
2
T T T
(MHz) Veg=10V (pF) \ tcase = 25°_C
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TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de la rési: ique en
régime d’impulsions
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/> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS

BDX 16

PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL BASE
TRANSISTOR SILICIUM PNP, BASE EPITAXIEE

Compl. of 2N 3441

( W ( j
LF large signal power amplification VCEO —140V
Amplification BF grands signaux de puissance

ic -3A

Ptot 25W

Rth(j-c) 70C/W ~ max

h21g (0,5 A) 20 - 80

fr 08MHz min
Dissipation derating \ J

Variation de dissipation

100% I Case 1066 (CB72) w
75 1 \ Boitier
|
I
50 | \\
| |\
25 — N
|
0 |
50 100 150 TcaseloC) J
\_ . J

( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION

Collector-base voltage VcBo —~ 160 v
Tension collecteur-base
Collector-emitter voltage Vceo — 140 v
Tension collecteur-émetteur
Collector-emitter voltage
Rge =100 © \Z - 150 v
Tension collecteur-émetteur BE CER
Collector-emitter voltage
VBe =15V vV — 160 \
Tension collecteur-émetteur BE CEX
Emitter-base voltage VEBO -7 v
Tension -base
Collector current Ic -3 A
Courant collecteur tp=1s Icm -4
Base current ™ ~2 A
Courant base
Power dissipation
T, 25°C P, 25 w
Dissipation de puissance case tot
[ Storage and junction temperature max tj 200 oc
i i +2
Tempé dej et de Tstg — 65 +200
— J
- )
Junction-case thermal resistance
Rési thermique j jon boitier max Rthij-c) 7 oc/w

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01 Telex : 610560
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BDX 16

STATIC CHARACTERISTICS

( Unless otherwise stated )

T 25 0C
CARACTERISTIQUES STATIQUES case ( Sauf indications contraires )
Y
Test conditions .
Conditions de mesure min |typ | max
VCg = — 140V -1
= \Y
Collector-emitter cut-off current VBE 18 ICEX mA
Courant résiduel collecteur-émetteur Vce = —140V CE
VBE =15V -5
Tcase= 1500C
Emitter-base cut-off current Veg = -7V IeBo ) mA
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 8
Collector-emitter breakdown voltage Ic = —100mA *
Vv -140 Vv
Tension de claquage collecteur-émetteur g =0 (BRICEO
Collector-emitter breakdown voltage Ic = —-100mA *
—150 \
Tension de claquage collecteur-€émetteur RBg = 100 2 V(BRICER
Collector-emitter breakdown voltage Ic = -100mA .
Vv -160 \
Tension de claquage collecteur-émetteur VBE = 16V (BRICEX
Static forward current transfer ratio v, - _4v
Valeur statique du rapport de transfert CE = h21g"* 20 80
N Ic =-05A
direct du courant
Collector-emitter saturation voltage Ic =-05A VeE 1 v
Tension de saturation collecteur-émetteus I =-005A sat
Base-emitter voltage VCE = -4V VBE 17 v
Tension base-émetteur Ic =-05A 8 !
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
- VCE = —10V
::;nsntlon Lre(:uenc‘:l. Ic = -02A fr 4 MHz
'quence de transition ¢ — 1MHz
* Pulsed
Imputsions  tp = 300 s 6<2%
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BDX 16

SAFE OPERATING AREA

AIRE DE SECURITE
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BDX 16

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

-

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de la tension
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER
VOLTAGE

Courant base en fonction de la tension base-
|B émetteur
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BDX 16

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE-
EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension

base-émetteur
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BDX 16

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS TRANSITION FREQUENCY VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE COLLECTOR CURRENT

Capacité de sortie en fonction de la Fi de ition en f ion du
tension collecteur-base courant collecteur

Caz — t
(pF) tenc = 26°C (MH2) Vee=-10v
case
8 f =1 MHz — fo=1m;
Tease = 25°C

N 3

1.5

05
2 4 6 8
10’ VegtV 107" z O faem

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS
Facteur de réduction de Ia ré hi ique en
régime d'impulsions :
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> THOMSON-CSF
DIVISION SEMICONDUCTEURS

BDX18-BDX 18N

PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE
TRANSISTORS PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE

Compl. of 2N 3055

(" N\ (0 )
LF large signal power amplification
Amplification BF grands signaux de puissance Vceo -0V
High current switching Ic —15A
Commutation fort courant Ptot M7W
Rehij) 1590C/W  max
h21€ (4 A} 20-70
fr 4 MHz min
Dissipation derating - /
Variation de dissipation
100 ( \W
Coe  1o3(cBI9)
75 | \ Boitier
I \
50 : N
| \\
25— D>
|
oL E
50 100 150 ToaselOC) 8
— J L J
s —
ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
BDX 18 BDX 18N
Collector-base voltage
Tension collecteur-base Vceo —100 - M
Collector-emitter voltage _
Tension collecteur-émetteur Veeo —60 60 M
Collector-emitter voltage _
Tension collecteur-émetteur Rge = 100 2 VCeR -70 85 v
Cottector-emitter voltage -
Tension collecteur-émetteur Vge =115V Veex - % 70 M
Emitter-base voltage v _3 _3
Tension émetteur-base EBO
Collector current
Courant collecteur e -8 -15 A
Base current
Courant base 's -7 -7 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Tease 25 °C Prot " "7 w
Storage and junction temperature max 1 200 oc
&’ pé de j¢ et de kag Tstg - 656 +200 —65+200 J
- ™
Juncti thermal r
7 ique j boitier ™% Reh(jc) 15 15 oc/w
e /

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél : (1) 788-50-01  Telex : 610560
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BDX 18, BDX 18 N

STATIC CHARACTERISTICS t ‘= 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES STATIQUES case {Sauf indications contraires)
Test conditions i
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
Vop =-90V
CE -
Vg = +15V BDX 18 5 mA
VCE =-60V
Vgg = +15V BDX 18 -10 mA
toase = 150°C
Collector-emitter cut-off current 1
Courant résiduel collecteur-émetteur J0v CEX
Veg = —
CE BDX 18N -5 mA
Vge =+15V
Veg=-60V
Vge=*+15V BDX 18N ~-10 mA
tease = 150°C
Emitter-base cut-off current Veg =-7V |
Courant résiduel émetteur-base | c = 0 EBO -5 mA
1 =2 A
S 000 " BDX 18 | —60 v
Cotlector-emitter breakdown voltage B v *
Tension de claquage collecteur-émetteur \ 200 mA CEO(sus)
= m
¢ BDX 18N| —60 v
lg =
lc =-200mA BDX 18 | —70 v
. Rgg = 100 Q2
Collector-emitter breakdown voltage v *
Tension de -émetteur CER(sus)
| = —-200 mA
c ~65
Rgg = 100 2 BOX 18 N v
= —10
lc 0mA BDOX 18 | 90 v
VBE =+15V
Collector-emitter breakdown voltage v *
Tension de claquage collecteur-émetteur | 100 mA CEX(sus)
= — m.
C -
Vge =+15V BDX 18N 70 \
Static forward current transfer ratio VA = -4V .
Valeur statique du rapport de transfert ) CE —_aA hyy E* 20 70
direct du courant c =~
. . | =—4A
Collector-emitter saturation voltage C \; * _
Tension de saturation collecteur-émetteur IB = -04A CEsat 1 v
Base-emitter voltage Veg =4V Vv E* 18 v
Tension base-émetteur Ic =—4A B ’

* Pulsed
Impulsions

217
344

tp=300us 5§ <2%



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals)

BDX 18, BDX 18 N

t = 25°C {Unless otherwise stated)
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) case (Saut indications contraires)
Test conditions f
Conditions de mesure Min. Typ. Max.
T . Vep =-10 \
ransition frequency _
Fréquence de transition g, =-1A fr 4 MHz
f = 1MHz
3/7
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BDX 18-BDX 18N

SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE
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A DC operation
Régime continu
3 __ _ _ _ Pulsed operation
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BDX 18, BDX 18 N

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

toase = 25°C

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecteur en fonction de la tension
collecteur-émetteur collecteur-émetteur
-1 -1
C C
r -
(A} 4 YT {mA) / tcase = 25°C
A S
Z""’ AoomA £ / |
8 160 -
k-—"‘“ 300 mA S v /
¥
(3
4
6 200 mA- 120 / >
Ve * ¥V
4
>
‘)7'
4 e} ~lg=100mA_____ | 80 ,/ 'f
. / =
2 40 / i

0 0
0 1 2 3 4 Ve 0 20 40 60 80 -V (v
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER
BASE-EMITTER RESISTANCE RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension en fi jon de Ia Valeur statique du rapport de transfert direct du
résistance base-émetteur courant en fonction du courant collecteur
h,
-VCE 21E
(v) Io' Tease 25 °C v ! =|_4\!
<, CE
*
® 150
BDX 1
70 $ "\
\ -
65 N
N \
AN .
” AN
\\
\N
65 0
L] 2 85 5 2 § 2 2 4688 2 4 68 2 4 88
106 *101” 107 °103° “104” mgei) 102 10" 10° Sl
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BDX 18, BDX 18 N

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIOiUES

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE
VOLTAGE EMITTER VOLTAGE
Courant base en fonction de la tension base- Courant collecteur en fonction de la tension
émetteur base-émetteur
-t '
T T ~c
(mAé F—Vep=-4V AT Ve

N
'S
N
N
)ow
N
N

8
6 6
af— s
2 2
100 I 102
0 05 1 15 2 25 3 —vgw) 0 05 1 15 2 25 3-v,uw

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation collecteur-émetteur en

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de saturation base-émetteur en

fonction du courant collecteur f ion du e
-V -V
CE sat BE sat
v e v e
Jo=10 T—-=10
B8 B
3 3
2 2
4
1 O / 1 ,A
Cﬁ /’:/
4 oC tcase — 50 //A’
‘#Q '\9 —+
« &0// - ae=10°°c
< ¢ | I
0 = | ol 1 1]
2 468 2 468 2 4 2 468 2 468 2 4
102 10! 10° —IC(Al 102 107! 10° —1o(A)
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

QU TPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de la
tension collecteur-base

G2z T 11
(pF) tease = 25°C
8 f =1MHz
6
R N
2
10?
0 2 4 6 8 1 2 4 6 8
10 10 VgtV

BDX 18,BDX 18 N

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de la ré: h que en
régime d'impulsions

A7
s -
/f
6 05 /” /] ‘/
+1 2244
2% ~ 0%
L e
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A e A 1
/1 f /70’
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1Y AR
/ T
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10—‘ s 5 2 l I !Z I5l |2 5
105 ° 1047 10% 102 107 107 ttsed
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/> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS

BDX 20

PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL BASE
TRANSISTOR PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE

Compl. of 2 N 3442

4 W ( )
LF large siganl power amplification VCEO —140V
Amplification BF grands signaux de puissance

Ic -10A
High currrent fast switching Ptot M7W
Commutation rapide fort courant Rthlj-c) 1,59C/W max
h21g (3 A) 20-70
f 08MHz min
T
Dissipation and Ig/g derating - J
Variation de dissipation et de 15/g
100 % W
1 Case
cB19)
75 RN Boitier 10
| \,o
! o
| <
50 |—+ N
| &
|
25 4 A
!
0 1
50 100 150 T¢asel©C)
\— J J
( ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION
Collector-base voltage _
Tension collecteur-base Veso 160 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo - 140 v
Collector-emitter voltage -
Tension collecteur-émetteur VBe=15V Veex 160 v
Emitter-base voltage _
Tension émetteur-base Veso 7 v
Collector current
Courant collecteur 'c -1 A
Base current
Courant base 's -7 A
Power dissipation
Dissipation de puissance Tease 26 °C Prot "z w
Storage and junction temperature max Y 200 oc
Temp de jonction et de Terg - 65 +200
Juncti .
un{:tn)n—casf the.rmal resnn?nc: N max Renii) 15 oc/w
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BDX 20

STATIC CHARACTERISTICS T 25 oC ( Unless otherwise stated )
CARACTERISTIQUES STATIQUES case ( Sauf indications contraires )

N Test conditions

. min | t max
Conditions de mesure vP

Collector-base cut-off current Veg = — 140V | 1 mA
Courant résiduel collecteur-base Ige =0 cBO
VCe = —-140V 1
Collector-emitter cut-off current VBE = 15V ) mA
Courant résiduel collecteur-émetteur Vce = —140V CEX
VBE= 15V -10
Tcase= 1500C
Emitter-base cut-off current VEg= -7V
-5 A
Courant résiduel émetteur-base Ic =0 leso m
Collector-emitter breakdown voltage Ic = —200mA *
—140 \
Tension de claquage collecteur-€metteur g =0 VCEOsus
Collector-emitter breakdown voltage Ic = —100mA . [
Tension de claquage collecteur-émetteur VBE= +15V VCEXsus 160 v
VCE= -4V
Static forward current transfer ratio | CCE = _3A 20 70

Valeur statique du rapport de transfert h21e”

direct du courant VCE = -4V 10
Ic = —-10A
| lc = -3A 1
Collector-emitter saturation voltage lg = -03A v . v
Tension de saturation collecteur-émetteur Ic = —10A CEsat 5
I = —-2A
Ve = -4V -7
Base-emitter voltage Ic = -3A Vee* v
Tension base-émetteur VCe= -4V 8 57
Ic = —-10A ’
DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals ) )
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES ( pour petits signaux )
- VCE= —10V
prartin remurer c - 1A E
‘quence de transition f — 1MHz

* Pulsed

Impulsions P = 300 ps § < 2%
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SAFE OPERATING AREA
AIRE DE SECURITE
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§ DC operation
s Régime continu T
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-

EMITTER VOLTAGE

Courant collecteur en fonction de Ia tension

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR-
EMITTER VOLTAGE
Courant colfecteur en fonction de Is tension

collectaur-émetteur collecteur-émetteur
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OUTPUT CAPACITANCE VERSUS
COLLECTOR-BASE VOLTAGE
Capacité de sortie en fonction de s
¢ tension collecteur-base
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TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE
VERSUS COLLECTOR€URRENT VERSUS COLLECTOR CURRENT
Tension de i en Tension de saturation base-émetteur en
fi ion du fonction du courant collecteur
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STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER

RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT

Valeur statique du rapport de transfert direct du
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courant en fi
h
21€
TIT
150 :
ot
100 l/ \ ".:1
/
%
ot
rj/ ks
e o*"\\% N
50 9 \\
4
N
0
2 468 ,2 468 .2 46
102 107! 0 _lc'Q)

5/6
355



BDX 20

TYPICAL CHARACTERISTICS
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER COLLECTOR CURRENT
E

Zg};:,ﬁ?,,” en fonction de la tension base- Tension base émetteur en fonttion du
émetteur . courant collecteur -
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TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS

Facteur de réduction de Ia rési: th ique en
régime d’impulsions
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